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(54)【発明の名称】 有機ＥＬ画素回路

(57)【要約】
【課題】  有機ＥＬ素子における残像の発生を防止す
る。
【解決手段】  有機ＥＬ素子ＥＬの上側端とマイナス電
源ＶＥＥを接続する放電用トランジスタＴＦＴ３と、保
持容量ＳＣの上側端を電源ＰＶＤＤに接続する制御トラ
ンジスタＴＦＴ４を設ける。これらＴＦＴ３、４を前段
のゲートラインによってオンすることにより、自己のラ
インが選択される前に、有機ＥＬ素子ＥＬの容量の放電
を行う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  有機ＥＬ画素への駆動電圧の印加を制御
する有機ＥＬ画素回路において、
有機ＥＬ素子に生じる容量に蓄積される電荷を放電する
放電用トランジスタを有することを特徴とする有機ＥＬ
画素回路。
【請求項２】  請求項１に記載の有機ＥＬ画素回路にお
いて、
前記有機ＥＬ画素はマトリクス配置されており、行方向
の各画素は同一ゲートラインにより選択され、
前記放電用トランジスタは、自己の行が選択されるより
前のタイミングで選択されるゲートラインによって、駆
動されて有機ＥＬの容量に蓄積される電荷を放電するこ
とを特徴とする有機ＥＬ画素回路。
【請求項３】  請求項１に記載の有機ＥＬ画素回路にお
いて、
前記有機ＥＬ画素はマトリクス配置されており、行方向
の各画素は同一ゲートラインにより選択され、
前記放電用トランジスタは、自己の行が選択されるより
前のタイミングで活性化される放電専用ラインによって
駆動されて有機ＥＬの容量に蓄積される電荷を放電する
ことを特徴とする有機ＥＬ画素回路。
【請求項４】  請求項１～３のいずれか１つに記載の有
機ＥＬ画素回路において、
前記有機ＥＬ画素はマトリクス状に配置されており、各
画素はそれぞれ予め定められた色で発光し、
かつ、
発光効率の高い色で発光する画素内に、発光効率の低い
色で発光する画素についての放電用トランジスタを配置
することを特徴とする有機ＥＬ画素回路。
【請求項５】  請求項１～４のいずれか１つに記載の有
機ＥＬ画素回路において、
各画素は、有機ＥＬ素子への駆動電流印加を制御する駆
動トランジスタへの制御電圧を保持する保持容量を有し
ており、
この保持容量に保持されている制御電圧を制御して前記
駆動トランジスタをオフする制御トランジスタをさらに
有することを特徴とする有機ＥＬ画素回路。
【請求項６】  請求項５に記載の有機ＥＬ画素回路にお
いて、
前記制御トランジスタは、前記放電用トランジスタと同
時に駆動され放電用トランジスタの駆動時に駆動トラン
ジスタをオフすることを特徴とする有機ＥＬ画素回路。
【請求項７】  請求項５に記載の有機ＥＬ画素回路にお
いて、
前記制御トランジスタは、前記放電用トランジスタに先
だって駆動され放電用トランジスタの駆動前に駆動トラ
ンジスタをオフすることを特徴とする有機ＥＬ画素回
路。
【請求項８】  請求項５～７のいずれか１つに記載の有
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機ＥＬ画素回路において、
前記有機ＥＬ画素はマトリクス状に配置されており、各
画素はそれぞれ予め定められた色で発光し、
かつ、
発光効率の高い色で発光する画素内に、発光効率の低い
色で発光する画素についての制御トランジスタを配置す
ることを特徴とする有機ＥＬ画素回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】有機ＥＬ画素への駆動電圧の
印加を制御する有機ＥＬ画素回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来より、フラットパネルディスプレイ
として、有機ＥＬパネルが知られている。この有機ＥＬ
パネルは各画素が自発光するため、液晶のようにバック
ライトなどを必要とせず、明るい表示が可能であるとい
う利点がある。
【０００３】図８に、従来の薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）を利用した有機ＥＬパネルにおける画素回路の構成
例を示す。有機ＥＬパネルは、このような画素をマトリ
クス配置して構成される。
【０００４】行方向に伸びるゲートラインには、ゲート
ラインによって選択されるｎチャンネル薄膜トランジス
タである選択トランジスタＴＦＴ１（以下、単にＴＦＴ
１という）のゲートが接続されている。このＴＦＴ１の
ドレインには列方向に伸びるデータラインが接続されて
おり、そのソースには他端が保持容量電源ラインに接続
された保持容量ＳＣが接続されている。また、ＴＦＴ１
のソースと保持容量ＳＣの接続点は、ｐチャンネル薄膜
トランジスタである駆動トランジスタＴＦＴ２（以下、
単にＴＦＴ２という）のゲートに接続されている。そし
て、このＴＦＴ２のソースが電源ＰＶＤＤに接続され、
ドレインが有機ＥＬ素子ＥＬに接続されている。なお、
有機ＥＬ素子ＥＬの他端はカソード電源ＣＶに接続され
ている。
【０００５】従って、ゲートラインがＨレベルの時にＴ
ＦＴ１がオンとなり、そのときのデータラインのデータ
が保持容量ＳＣに保持される。そして、この保持容量Ｓ
Ｃに維持されているデータ（電位）に応じてＴＦＴ２が
オンオフされ、ＴＦＴ２がオンしている場合に有機ＥＬ
素子ＥＬに電流が流れ、発光する。
【０００６】このようにして、各画素の発光が制御され
る。なお、保持容量ＳＣがあるため、ＴＦＴ１がオフし
た後も有機ＥＬ素子ＥＬの発光が可能となる。通常は、
保持容量ＳＣは次のゲートラインの選択まで、ＴＦＴ２
をオンまたはオフを維持する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】ここで、上述のような
ＴＦＴを利用した有機ＥＬパネルにおいて、マトリクス
状に配置された各画素は、有機ＥＬ素子、ＴＦＴ１、Ｔ
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3
ＦＴ２を含め同一の基板上に積層形成されている。従っ
て、有機ＥＬ素子ＥＬに寄生容量が発生する。
【０００８】このため、ＴＦＴ２がオフされた状況にお
いても、有機ＥＬ素子の持つ容量に蓄積された電荷に応
じて、有機ＥＬ素子ＥＬに電流が流れ、残像が発生する
という問題がある。すなわち、有機ＥＬ素子をオンする
場合には高速応答で動作するが、有機ＥＬ素子のオフの
際には有機ＥＬの容量の影響で応答が遅くなり残像が生
じてしまうという問題があった。
【０００９】本発明は、上記従来の欠点に鑑みなされた
ものであり、残像の発生を効果的に防止できる有機ＥＬ
画素回路を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明は、有機ＥＬ画素
への駆動電圧の印加を制御する有機ＥＬ画素回路におい
て、有機ＥＬ素子に生じる容量に蓄積される電荷を放電
する放電用トランジスタを有することを特徴とする。
【００１１】このように、本発明によれば、放電用トラ
ンジスタによって、有機ＥＬの容量に蓄積されている電
荷を放電できる。そこで、有機ＥＬ素子がオンからオフ
になったときに、有機ＥＬの容量に蓄積されている電荷
によってオン状態が保持され残像が生じることを防止す
ることができる。
【００１２】また、前記有機ＥＬ画素はマトリクス配置
されており、行方向の各画素は同一ゲートラインにより
選択され、前記放電用トランジスタは、自己の行が選択
されるより前のタイミングで選択されるゲートラインに
よって、駆動されて有機ＥＬの容量に蓄積される電荷を
放電することが好適である。これによって、予め有機Ｅ
Ｌの容量の放電が行われ、確実な残像発生防止が行え
る。
【００１３】また、前記放電用トランジスタは、自己の
行が選択されるより前のタイミングで活性化される放電
専用ラインによって駆動されて有機ＥＬの容量に蓄積さ
れる電荷を放電することも好適である。
【００１４】また、各画素は、有機ＥＬ素子への駆動電
流印加を制御する駆動トランジスタへの制御電圧を保持
する保持容量を有しており、この保持容量に保持されて
いる制御電圧を制御して前記駆動トランジスタをオフす
る制御トランジスタをさらに有することが好適である。
これによって、制御トランジスタによる放電を行うこと
で、駆動トランジスタをオフすることができる。
【００１５】また、前記制御トランジスタは、前記放電
用トランジスタと同時に駆動され放電用トランジスタの
駆動時に駆動トランジスタをオフすることが好適であ
る。これによって、表示期間を維持し、配線を短くし
て、確実な残像発生の防止が行える。そして、駆動トラ
ンジスタと、放電用トランジスタの同時オンを防止でき
る。
【００１６】また、前記制御トランジスタは、前記放電
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用トランジスタに先だって駆動され放電用トランジスタ
の駆動前に駆動トランジスタをオフすることが好適であ
る。これによって、より確実な駆動トランジスタと、放
電用トランジスタの同時オン防止が行える。
【００１７】また、前記有機ＥＬ画素はマトリクス状に
配置されており、各画素はそれぞれ予め定められた色で
発光し、かつ、発光効率の高い色で発光する画素内に、
発光効率の低い色で発光する画素についての放電用トラ
ンジスタ及び／または制御トランジスタを配置すること
が好適である。例えば、各画素がＲＧＢ（赤、緑、青）
で発光する場合において、有機ＥＬ素子では、Ｒの発光
効率が悪く、Ｇの発光効率が低い。ＢはＲとＧの中間で
ある。そこで、Ｒについての放電用トランジスタまたは
制御トランジスタ、またはその両方をＧの画素内に配置
することによって、Ｒの画素の開口率を上昇することが
できる。これによって、発光効率の低い画素（例えば
Ｒ）の開口率を上げることができ、駆動電圧の上昇を抑
えることができるため、全体の消費電力を下げることが
可能となる。
【００１８】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態につい
て、図面に基づいて説明する。
【００１９】図１は、本実施形態の１画素分の画素回路
の構成を示す図である。水平方向に伸びるゲートライン
には、ｎチャンネルのＴＦＴからなるＴＦＴ１が接続さ
れている。このＴＦＴ１は、ＴＦＴを直列接続したダブ
ルゲートＴＦＴとして形成されている。なお、必ずしも
ダブルゲートにすることはない。
【００２０】そして、このＴＦＴ１の他端には、保持容
量ＳＣの一端が接続されている。保持容量ＳＣの他端
は、パネルのマイナス電源であるＶＥＥに接続されてい
る。ＴＦＴ１と保持容量ＳＣの接続点には、ｐチャンネ
ルＴＦＴからなる駆動トランジスタＴＦＴ２のゲートが
接続されている。このＴＦＴ２は、２つのＴＦＴを並列
接続した構成になっている。そして、ＴＦＴ２の一端が
パネル電源ＰＶＤＤに接続され、他端が有機ＥＬ素子Ｅ
Ｌに接続されている。なお、有機ＥＬ素子の他端は、反
対側の基板に設けられているカソードに接続されてい
る。
【００２１】そして、ＴＦＴ２と有機ＥＬ素子ＥＬとの
接続点に、他端がＶＥＥに接続された放電トランジスタ
ＴＦＴ３の一端が接続されており、この放電トランジス
タＴＦＴ３のゲートは、前段のゲートラインに接続され
ている。すなわち、図における左上の画素のＴＦＴ３に
おいては、自己の画素のＴＦＴ１が接続されるゲートラ
イン１より１水平ライン上のゲートライン０に接続され
ている。
【００２２】さらに、ＴＦＴ１と保持容量ＳＣの接続点
には、制御トランジスタＴＦＴ４の一端が接続され、こ
のＴＦＴ４の他端は電源ＰＶＤＤに接続されている。そ
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して、このＴＦＴ４のゲートは、前述のＴＦＴ３と同様
に前段のゲートラインに接続されている。
【００２３】このような有機ＥＬ画素回路において、垂
直ドライバにより、ゲートラインが順次オンされる。す
なわち、垂直同期信号によって規定される１画面の表示
において、水平同期信号に応じて、表示を行う水平ライ
ンに対応したゲートラインが順次オンされる。
【００２４】また、水平ドライバによって、１つのゲー
トラインがオンしている１水平期間において、データラ
インが順次ビデオ信号ラインと接続され、各画素に応じ
たデータがＴＦＴ１を介し、ＴＦＴ２のゲート及び保持
容量ＳＣに供給される。従って、データの印加は基本的
に点順次となる。そして、印加されたデータは保持容量
ＳＣに蓄えられ、ＴＦＴ２のオンまたはオフの状態がデ
ータの印加終了後も保持される。そして、このＴＦＴ２
のオンの場合に、電源ＰＶＤＤからの電流が有機ＥＬ素
子ＥＬに流れ、これが発光する。
【００２５】なお、本実施形態では、ＴＦＴ２がｐチャ
ンネルであり、保持容量ＳＣに電荷が保持されＨレベル
となっているときにオフ、電荷が放電されＬレベルとな
っているときにオンとなる。
【００２６】そして、本実施形態においては、ＴＦＴ３
を有しており、このＴＦＴ３が前段のゲートラインによ
ってオンされる。すなわち、有機ＥＬ素子ＥＬの上側、
すなわちＴＦＴ２のドレインがＴＦＴ１のオンの１水平
ライン前の段階で、マイナス電源ＶＥＥに接続される。
従って、有機ＥＬ素子ＥＬの容量に蓄積された電荷が放
電される。そこで、自己のゲートラインが選択されて書
き込まれたデータが黒であり、ＴＦＴ２がオフされたと
きに有機ＥＬ素子ＥＬに電流が流れることはなく、残像
の発生を確実に防止することができる。
【００２７】例えば、図２に示すように、ゲートライン
０がオンの時にゲートライン１によってオンするＴＦＴ
１に接続されたＴＦＴ４およびＥＬに接続されているＴ
ＦＴ３がオンする。これによって、ゲートライン１のラ
インの画素の有機ＥＬ素子ＥＬの容量に蓄積された電荷
が放電される。また、ゲートライン１がオンの時にゲー
トライン２のラインの画素についてのＴＦＴ３がオンし
てその画素の有機ＥＬ素子ＥＬの容量に蓄積された電荷
が放電される。そして、このような動作が各ラインにつ
いて順次繰り返し行われる。
【００２８】図３に示したのは、他の実施形態であり、
この例では、ＴＦＴ４の他端を前段のゲートラインでは
なく、前前段のゲートラインに接続している。これによ
って、まず前々の水平ラインが選択されているときに、
保持容量がＰＶＤＤに充電され、ＴＦＴ２がすべてオフ
になる。そして、前段の水平ラインが選択されていると
きにＴＦＴ３がオンして有機ＥＬの容量の放電が行われ
る。この構成によって、ＴＦＴ２とＴＦＴ４の同時オン
がより確実に防止できる。
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【００２９】例えば、図４に示すように、ゲートライン
０がオンの時に、ゲートライン１の画素のＴＦＴ３と、
ゲートライン２の画素のＴＦＴ４がオンされ、ゲートラ
イン１がオンの時に、ゲートライン２の画素のＴＦＴ３
と、ゲートライン３の画素のＴＦＴ４がオンされる。こ
のようにして、各画素においては、まずＴＦＴ４がオン
され保持容量ＳＣが放電されてＴＦＴ２がオフされ、次
にＴＦＴ３がオンされ有機ＥＬの容量が放電され、次に
ＴＦＴ１がオンされデータが書き込まれる。
【００３０】ＴＦＴ３、４のオンのタイミングは、必ず
しも前段、前々段ではなく、それより前であってもよ
い。すなわち、ＴＦＴ３、４のオンのタイミングは、当
該段のゲートラインよりも前に選択されているゲートラ
インの信号であればよく、ＴＦＴ４のオンのタイミング
は、ＴＦＴ３のオンのタイミングと同一またはそれ以前
であればよい。しかし、なるべく直前にした方が、有機
ＥＬ素子のオン期間を長く維持することができる。ま
た、このための配線も短くできる。
【００３１】このように、本実施形態によれば、ＴＦＴ
３を設けたため、有機ＥＬがオンからオフに変わったと
きに、確実にオフにすることができ、残像の発生を防止
することができる。さらに、ＴＦＴ４を設けたため、Ｔ
ＦＴ３がオンしているときにＴＦＴ２がオンしてＴＦＴ
４が電源ＰＶＤＤとマイナス電源ＶＥＥを接続すること
を防止することができる。
【００３２】なお、最上段の水平ラインでは、前段、前
々段のゲートラインがない。そこで、最下段及びその上
のゲートラインからの配線を引き回してもよいが、垂直
帰線期間中にオンするダミーの（対応する画素はない）
ゲートラインを設け、これによってＴＦＴ３、４をオン
すればよい。
【００３３】また、図５に示したのは、さらに他の実施
形態であり、この例では、ＴＦＴ３、４をオンするため
に専用の放電専用ゲートラインを設けてあり、各段のＴ
ＦＴ３、４のゲートがそれぞれその段の放電専用ゲート
ラインに接続される。
【００３４】そして、図６に示すように、各段の放電専
用ゲートラインは前の段のゲートラインと同時にオンと
なる（活性化される）ため、図１の実施形態と同様に前
段のゲートラインがオンになるタイミングで、ＴＦＴ
３、４がオンする。なお、ＴＦＴ３、ＴＦＴ４を別の放
電専用ゲートラインに接続したり、一方をゲートライン
に接続してＴＦＴ３、ＴＦＴ４を別のタイミングでオン
してもよい。
【００３５】図７に示したのは、さらに他の実施形態で
あり、この例ではＴＦＴ３、ＴＦＴ４の配置場所につい
て工夫がなされている。図７において、３つの画素が表
示されており、左上がＲ（赤）、右上がＧ（緑）、左下
がＢ（青）である。なお、ＲＧＢの画素の配置は、この
ような配置ではなく列方向の同一の色が並ぶストライプ
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タイプやその他どのような配置であってもよい。
【００３６】そして、本実施形態では、Ｒの画素のＴＦ
Ｔ３、ＴＦＴ４が、隣接するＧの画素の内部に配置され
ている。従って、Ｒの画素内に配置されるＴＦＴの数が
Ｇの画素におけるＴＦＴの数より少なくなる。ＴＦＴを
配置すれば、それだけその画素の開口率が小さくなるた
め、本実施形態ではＲの画素の開口率がＧの画素の開口
率より大きくなっている。
【００３７】有機ＥＬ素子ＥＬでは、通常Ｇの発光の素
子が発光効率が高く明るく、Ｒの発光の素子の発光効率
が低く暗い。本実施形態のように、Ｒ発光の画素の開口
率を高くし、Ｇ発光の画素の開口率を低くすることで、
発光効率の差を開口率で補償することができ、全体とし
て消費電力を低下させることができる。
【００３８】なお、有機ＥＬ素子の材料によっては、発
光効率が異なる場合も考えられるが、その場合にも発光
効率の低い色の画素のＴＦＴを発光効率の高い画素内に
配置すればよい。また、図７においては、１つの画素
（Ｒの画素）のＴＦＴ３、ＴＦＴ４の両方を、他の画素
（Ｇの画素）内に配置したが、ＴＦＴ３、ＴＦＴ４のい
ずれか一方でもよい。
【００３９】なお、この図７は、回路図として配置を示
しているだけであり、個別の部材の配置大きさなどは、
実際のレイアウトとは異なっている。また、図におい
て、各画素の区切りは破線で示してある。
【００４０】また、各トランジスタの極性は上述の各実
施形態のものに限らず反対のものでもよい。その場合に
は信号も反対の極性になる。
【００４１】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
放電用トランジスタによって、有機ＥＬの容量に蓄積さ
れている電荷を放電できる。そこで、有機ＥＬ素子がオ*
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*ンからオフになったときに、有機ＥＬの容量に蓄積され
ている電荷によってオン状態が保持され残像が生じるこ
とを防止することができる。
【００４２】また、放電用トランジスタを自己の行の前
段のゲートラインによって、駆動することにより、予め
有機ＥＬの容量の放電が行われ、確実な残像発生防止が
行える。
【００４３】また、制御トランジスタにより前記駆動ト
ランジスタをオフすることで、放電トランジスタによる
放電を行うときに、駆動トランジスタをオフすることが
できる。
【００４４】また、発光効率の低い色の画素の放電用ト
ランジスタまたは制御トランジスタを発光効率の高い色
の画素内に配置することで、各色の発光効率の差を補償
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  実施形態の構成を示す図である。
【図２】  実施形態の動作を示すタイミングチャートで
ある。
【図３】  他の実施形態の構成を示す図である。
【図４】  他の実施形態の動作を示すタイミングチャー
トである。
【図５】  さらに他の実施形態の構成を示す図である。
【図６】  さらに他の実施形態の動作を示すタイミング
チャートである。
【図７】  さらに、他の実施形態の構成を示す図であ
る。
【図８】  従来例の構成を示す図である。
【符号の説明】
ＴＦＴ１  選択トランジスタ、ＴＦＴ２  駆動トランジ
スタ、ＴＦＴ３  放電用トランジスタ、ＴＦＴ４  制御
トランジスタ、ＳＣ  保持容量、ＥＬ  有機ＥＬ素子。

【図８】
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